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(57)【要約】
　表示装置が備える複数の画素回路（１０）の各々は、
ソース・ドレイン端子の一方が電源線（ＶＤＤ）に接続
された駆動トランジスタ（ＴＤ）と、第１端子が駆動ト
ランジスタ（ＴＤ）のゲート端子に接続された容量素子
（Ｃｓ）と、容量素子（Ｃｓ）の第２端子とデータ線（
ＤＡＴＡ）との導通及び非導通を切り換えるスイッチン
グ素子（Ｔ１）と、容量素子（Ｃｓ）の第２の端子と駆
動トランジスタ（ＴＤ）のソース端子との導通及び非導
通を切り換えるスイッチング素子（Ｔ２）と、容量素子
（Ｃｓ）の第１端子と参照電圧線（Ｖｒｅｆ）との導通
及び非導通を切り換えるスイッチング素子（Ｔ３）と、
第１端子が駆動トランジスタ（ＴＤ）のソース・ドレイ
ン端子の他方と接続され第２端子が電源線（ＶＳＳ）に
接続された発光素子（ＥＬ）とを備え、参照電圧線（Ｖ
ｒｅｆ）は、駆動トランジスタ（ＴＤ）のゲート・ソー
ス端子間に閾値電圧よりも大きな順バイアス電圧を与え
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光素子と前記発光素子に電流を供給する駆動トランジスタとを備えた表示装置の制御
方法であって、
　前記駆動トランジスタのゲート端子に、ゲート端子に接続された参照電圧線を介して予
め定められた参照電圧を印加すると共に、前記駆動トランジスタのソース端子及びドレイ
ン端子のうちの一方に接続された電源線から、前記駆動トランジスタのソース端子及びド
レイン端子のうちの他方に固定電圧を印加して、前記駆動トランジスタの閾値電圧の変動
を抑制するリセットステップを含み、
　前記リセットステップでは、前記駆動トランジスタのゲート端子－ソース端子間の電圧
が、前記駆動トランジスタの閾値電圧よりも大きな電圧となるよう、前記参照電圧が設定
されている、
　表示装置の制御方法。
【請求項２】
　前記電源線とＥＬ共通端子の電源線は、発光期間で設定された電圧と、前記リセットス
テップで設定された電圧とが、互いに等しい、
　請求項１に記載の表示装置の制御方法。
【請求項３】
　さらに、一方の端子が前記駆動トランジスタのゲート端子に接続された容量素子に、発
光輝度に対応したデータ電圧を保持するデータ書込みステップを含み、
　前記リセットステップの少なくとも一部と、前記データ書込みステップの少なくとも一
部とが、同一の期間に並行して行われる、
　請求項１に記載の表示装置の制御方法。
【請求項４】
　複数の画素回路を配置してなる表示部を有する表示装置であって、
　前記画素回路の各々は、
　ソース端子及びドレイン端子の一方が第１の電源電圧を伝達する第１の電源線に接続さ
れた駆動トランジスタと、
　第１の端子が前記駆動トランジスタのゲート端子に接続された第１の容量素子と、
　前記第１の容量素子の第２の端子と、輝度に対応したデータ電圧を伝達するデータ線と
の導通及び非導通を切り換える第１のスイッチング素子と、
　前記第１の容量素子の第２の端子と、前記駆動トランジスタのソース端子との導通及び
非導通を切り換える第２のスイッチング素子と、
　前記第１の容量素子の第１の端子と、固定の参照電圧を伝達する参照電圧線との導通及
び非導通を切り換える第３のスイッチング素子と、
　第１の端子が前記駆動トランジスタのソース端子及びドレイン端子の他方と接続され、
第２の端子が第２の電源電圧を伝達する第２の電源線に接続された発光素子と、
　第１の端子が前記第１の容量素子の第２の端子に接続され、第２の端子が前記第１の電
源線または前記参照電圧線に接続された第２の容量素子と、を備え、
　前記第３のスイッチング素子が導通状態となる際、前記固定の参照電圧は、前記駆動ト
ランジスタのゲート端子－ソース端子間に、前記駆動トランジスタの閾値電圧よりも大き
な順バイアス電圧を与えるように設定されている、
　表示装置。
【請求項５】
　前記画素回路の各々は、さらに、前記駆動トランジスタから前記発光素子に供給される
電流の経路に挿入され、当該電流の経路の導通及び非導通を切り換える第４のスイッチン
グ素子を備える、
　請求項４に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記第１のスイッチング素子を制御する制御線と、前記第３のスイッチング素子を制御
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する制御線とは共通化されており、
　前記第２のスイッチング素子を制御する制御線と、前記第４のスイッチング素子を制御
する制御線とは共通化されている、
　請求項５に記載の表示装置。
【請求項７】
　前記表示装置は、さらに、前記第１の電源線によって伝達される電源電圧を画素行ごと
に制御する電源電圧制御回路を備える、
　請求項４に記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置及びその制御方法に関し、特に有機エレクトロルミネッセンス（Ｅ
Ｌ）素子を用いた表示装置及びその制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　昨今、有機ＥＬ素子を用いた表示装置（以下、有機ＥＬ表示装置）の開発及び実用化が
進んでいる。有機ＥＬ表示装置は、一般に、各々が有機ＥＬ素子を有する複数の画素回路
をマトリクス状に配置してなる表示部と、当該表示部を駆動するための駆動回路とを有し
ている。
【０００３】
　アクティブマトリクス型の有機ＥＬ表示装置に用いられる原理的な画素回路は、有機Ｅ
Ｌ素子、選択スイッチングトランジスタ、キャパシタ、及び駆動トランジスタを用いて構
成される。そのような画素回路では、まず、信号線に接続された選択スイッチングトラン
ジスタを導通状態にし、当該画素の輝度に対応したデータ電圧を信号線よりキャパシタに
記録した後、前記選択スイッチングトランジスタを非導通状態とすることで、前記キャパ
シタにデータ電圧を保持する。次いで、キャパシタに保持された電圧に応じた大きさの電
流を駆動トランジスタから有機ＥＬ素子に供給し、有機ＥＬ素子が駆動トランジスタから
供給された電流に応じて、データ電圧に対応した輝度で発光する。
【０００４】
　このような原理的な画素回路に対し、有機ＥＬ素子をデータ電圧により正確に対応した
輝度で発光させるための構成を設けた画素回路、及びその制御方法が、種々提案されてい
る（例えば、特許文献１）。
【０００５】
　図２０は、特許文献１に開示された従来の画素回路９０を示す回路図である。
【０００６】
　画素回路９０は、駆動トランジスタＴＤ、スイッチングトランジスタＴ１～Ｔ３、キャ
パシタＣｓ、及び有機ＥＬ素子ＥＬから構成される。
【０００７】
　画素回路９０は、走査線駆動回路４から、信号線ＳＣＡＮ、ＭＥＲＧＥを介して、制御
信号を供給され、信号線駆動回路５から、信号線ＤＡＴＡを介して、輝度に対応したデー
タ電圧を供給される。また、画素回路９０は、図示しない電源回路から、電源線ＶＤＤ、
ＶＳＳを介して、有機ＥＬ素子ＥＬの発光に用いられる正、負の電源電圧を供給され、参
照電圧線Ｖｒｅｆを介して、参照電圧を供給される。
【０００８】
　有機ＥＬ素子ＥＬに電流を供給する電源線ＶＤＤ、ＶＳＳの画素回路９０との接続点に
は、電圧降下に起因する複雑な電圧変動が生じるが、直流電流を供給しない参照電圧線Ｖ
ｒｅｆには、定常的な電圧降下がほとんど生じない。
【０００９】
　このように構成された画素回路９０は、供給される制御信号に応じて、次のように動作
する。なお、以下の説明では、キャパシタの一端に電圧Ａ、他端に電圧Ｂを印加し、当該
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キャパシタにて電圧Ａと電圧Ｂとの差である電圧（Ａ－Ｂ）を保持する動作を、電圧Ａを
、電圧Ｂを基準として、キャパシタに保持する、と表現する。この表現は、本明細書の全
体で用いられる。
【００１０】
　まず、スイッチングトランジスタＴ２を非導通状態として、キャパシタＣｓを画素内の
電流経路から電気的に切り離した状態で、スイッチングトランジスタＴ１、Ｔ３を導通状
態とする。キャパシタＣｓは、データ電圧を、参照電圧を基準として保持する。
【００１１】
　このときキャパシタＣｓに保持される電圧は、電源電圧の変動の影響を全く受けていな
い。次に、スイッチングトランジスタＴ１、Ｔ３を非導通状態とし、スイッチングトラン
ジスタＴ２を導通状態とし、キャパシタＣｓに保持されている電圧を、駆動トランジスタ
ＴＤのゲート端子－ソース端子間に印加する。
【００１２】
　その結果、駆動トランジスタＴＤは、データ電圧のみに応じた電流を有機ＥＬ素子ＥＬ
に供給するので、有機ＥＬ素子ＥＬはデータ電圧に対応した正確な輝度で発光する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】国際公開２０１０－０４１４２６号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　ところで、有機ＥＬ素子の発光輝度の精度を損なう原因には、前述した従来技術によっ
て解決される電源電圧の変動の他にも、例えば、駆動トランジスタの閾値電圧の変動があ
る。閾値電圧の変動とは、駆動トランジスタのゲート端子－ソース端子間に印加されたバ
イアス電圧の大きさに依存して、その後の閾値電圧が変動する現象である。
【００１５】
　駆動トランジスタは、輝度に対応した大きさのバイアス電圧をゲート端子－ソース端子
間に印加されて有機ＥＬ素子に所望の大きさの電流を供給するから、先行フレームにおけ
る輝度に対応したゲート端子－ソース端子間電圧に応じて駆動トランジスタの閾値電圧が
変動し、後続フレームに影響を及ぼす。すなわち、閾値電圧が変動すると、データ電圧に
対して駆動トランジスタが有機ＥＬ素子に供給する電流量に誤差が生じ、この誤差は有機
ＥＬ素子の発光輝度の誤差に反映される。
【００１６】
　その様子を図６Ａに示す。図６Ａは、先行フレームにおいて黒または白が表示された後
に、中間階調（灰色）を表示させた際の輝度の時間変化を示すグラフである。表示が変化
してから１０以上のフレームにおいて、先行フレームの表示が白か黒かによる発光輝度の
不一致が見られ、特に最初の１～２フレームでは大きな差異が見られる。この現象により
、例えば図６Ｂに示すように、中間階調の背景の中で白または黒のウィンドウをスクロー
ルさせた場合には、ウィンドウが通過して再び背景になった領域が正しい中間階調の輝度
に落ち着くまでにかなりの時間を要するため、尾引きと呼ばれる表示劣化が視認される。
【００１７】
　しかしながら、前述した従来技術では、このような急激な階調変化に伴って駆動トラン
ジスタ閾値電圧が変動して生じる表示劣化及びその対策について、検討されていない。
【００１８】
　本発明は、上記の課題に鑑みてなされたものであり、有機ＥＬ素子をデータ電圧に対応
したより正確な輝度で発光させることができる画素回路を備える表示装置及びその制御方
法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
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　上記目的を達成するために、本発明の１つの態様に係る表示装置は、複数の画素回路を
配置してなる表示部を有する表示装置であって、前記画素回路の各々は、ソース端子及び
ドレイン端子の一方が第１の電源電圧を伝達する第１の電源線に接続された駆動トランジ
スタと、第１の端子が前記駆動トランジスタのゲート端子に接続された第１の容量素子と
、前記第１の容量素子の第２の端子と、輝度に対応したデータ電圧を伝達するデータ線と
の導通及び非導通を切り換える第１のスイッチング素子と、前記第１の容量素子の第２の
端子と、前記駆動トランジスタのソース端子との導通及び非導通を切り換える第２のスイ
ッチング素子と、前記第１の容量素子の第１の端子と、固定の参照電圧を伝達する参照電
圧線との導通及び非導通を切り換える第３のスイッチング素子と、第１の端子が前記駆動
トランジスタのソース端子及びドレイン端子の他方と接続され、第２の端子が第２の電源
電圧を伝達する第２の電源線に接続された発光素子と、第１の端子が前記第１の容量素子
の第２の端子に接続され、第２の端子が前記第１の電源線または前記参照電圧線に接続さ
れた第２の容量素子と、を備え、前記第３のスイッチング素子が導通状態となる際、前記
固定の参照電圧は、前記駆動トランジスタのゲート端子－ソース端子間に、前記駆動トラ
ンジスタの閾値電圧よりも大きな順バイアス電圧を与えるように設定されている。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の表示装置によれば、前記閾値電圧よりも大きい固定の順バイアス電圧を印加し
て前記駆動トランジスタをオン状態にすることで、前記駆動トランジスタの閾値電圧の変
動を抑制し、前記発光素子をより正確な輝度で発光させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】図１は、実施の形態１における表示装置の構成の一例を示す機能ブロック図であ
る。
【図２】図２は、実施の形態１における画素回路の構成の一例を示す回路図である。
【図３】図３は、実施の形態１における制御信号およびデータ信号の一例を示すタイミン
グチャートである。
【図４】図４は、実施の形態１における画素回路の動作の一例を示す回路図である。
【図５Ａ】図５Ａは、実施例の画素回路の発光輝度の時間変化を示すグラフである。
【図５Ｂ】図５Ｂは、実施例の画素回路を用いた表示部によるスクロール表示の一例であ
る。
【図６Ａ】図６Ａは、比較例の画素回路の発光輝度の時間変化を示すグラフである。
【図６Ｂ】図６Ｂは、比較例の画素回路を用いた表示部によるスクロール表示の一例であ
る。
【図７】図７は、実施例と比較例についてフレームごとの発光輝度の誤差を示すグラフで
ある。
【図８】図８は、実施の形態１における画素回路の構成の一例を示す回路図である。
【図９】図９は、実施の形態１における画素回路の構成の一例を示す回路図である。
【図１０】図１０は、実施の形態１の変形例における画素回路の構成の一例を示す回路図
である。
【図１１】図１１は、実施の形態１の変形例における画素回路の構成の一例を示す回路図
である。
【図１２】図１２は、実施の形態１の変形例における制御信号およびデータ信号の一例を
示すタイミングチャートである。
【図１３】図１３は、実施の形態２における表示装置の構成の一例を示す機能ブロック図
である。
【図１４】図１４は、実施の形態２における画素回路の構成の一例を示す回路図である。
【図１５】図１５は、実施の形態２における制御信号、電源電圧、およびデータ信号の一
例を示すタイミングチャートである。
【図１６】図１６は、実施の形態２における画素回路の構成の一例を示す回路図である。
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【図１７】図１７は、実施の形態２における画素回路の構成の一例を示す回路図である。
【図１８】図１８は、実施の形態２における画素回路の構成の一例を示す回路図である。
【図１９】図１９は、本発明の表示装置を内蔵する薄型フラットＴＶの一例を示す外観図
である。
【図２０】図２０は、従来の画素回路の構成の一例を示す回路図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　本発明の１つの態様に係る制御方法は、発光素子と前記発光素子に電流を供給する駆動
トランジスタとを備えた表示装置の制御方法であって、前記駆動トランジスタのゲート端
子に、ゲート端子に接続された参照電圧線を介して予め定められた参照電圧を印加すると
共に、前記駆動トランジスタのソース端子及びドレイン端子のうちの一方に接続された電
源線から、前記駆動トランジスタのソース端子及びドレイン端子のうちの他方に固定電圧
を印加して、前記駆動トランジスタの閾値電圧の変動を抑制するリセットステップを含み
、前記リセットステップでは、前記駆動トランジスタのゲート端子－ソース端子間の電圧
が、前記駆動トランジスタの閾値電圧よりも大きな電圧となるよう、前記参照電圧が設定
されている。
【００２３】
　このような制御方法によれば、前記リセットステップで、前記閾値電圧よりも大きい固
定の順バイアス電圧の印加によって前記駆動トランジスタをオン状態にして、前記駆動ト
ランジスタの閾値電圧の変動を抑制するので、前記発光素子をより正確な輝度で発光させ
ることができる。
【００２４】
　また、前記電源線とＥＬ共通端子の電源線は、発光期間で設定された電圧と、前記リセ
ットステップで設定された電圧とが、互いに等しくてもよい。
【００２５】
　このような制御方法によれば、前記発光期間と、前記リセットステップとで、電源線の
電圧を変更する必要がないので、前記表示装置の回路構成を簡素化するために役立つ。
【００２６】
　前記制御方法は、さらに、一方の端子が前記駆動トランジスタのゲート端子に接続され
た容量素子に、発光輝度に対応したデータ電圧を保持するデータ書込みステップを含み、
前記リセットステップの少なくとも一部と、前記データ書込みステップの少なくとも一部
とが、同一の期間に並行して行われてもよい。
【００２７】
　このような制御方法によれば、前記データ書込みステップと並行して、前記リセットス
テップに十分な時間をかけることで、前記駆動トランジスタの閾値電圧の変動をより小さ
く抑制することができる。
【００２８】
　本発明の１つの態様に係る表示装置は、複数の画素回路を配置してなる表示部を有する
表示装置であって、前記画素回路の各々は、ソース端子及びドレイン端子の一方が第１の
電源電圧を伝達する第１の電源線に接続された駆動トランジスタと、第１の端子が前記駆
動トランジスタのゲート端子に接続された第１の容量素子と、前記第１の容量素子の第２
の端子と、輝度に対応したデータ電圧を伝達するデータ線との導通及び非導通を切り換え
る第１のスイッチング素子と、前記第１の容量素子の第２の端子と、前記駆動トランジス
タのソース端子との導通及び非導通を切り換える第２のスイッチング素子と、前記第１の
容量素子の第１の端子と、固定の参照電圧を伝達する参照電圧線との導通及び非導通を切
り換える第３のスイッチング素子と、第１の端子が前記駆動トランジスタのソース端子及
びドレイン端子の他方と接続され、第２の端子が第２の電源電圧を伝達する第２の電源線
に接続された発光素子と、第１の端子が前記第１の容量素子の第２の端子に接続され、第
２の端子が前記第１の電源線または前記参照電圧線に接続された第２の容量素子と、を備
え、前記第３のスイッチング素子が導通状態となる際、前記固定の参照電圧は、前記駆動
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トランジスタのゲート端子－ソース端子間に、前記駆動トランジスタの閾値電圧よりも大
きな順バイアス電圧を与えるように設定されている。
【００２９】
　このような構成によれば、前記閾値電圧よりも大きい固定の順バイアス電圧を印加して
前記駆動トランジスタをオン状態にすることで、前記駆動トランジスタの閾値電圧の変動
を抑制し、前記発光素子をより正確な輝度で発光させることができる。
【００３０】
　また、前記画素回路の各々は、さらに、前記駆動トランジスタから前記発光素子に供給
される電流の経路に挿入され、当該電流の経路の導通及び非導通を切り換える第４のスイ
ッチング素子を備えてもよい。
【００３１】
　また、前記第１のスイッチング素子を制御する制御線と、前記第３のスイッチング素子
を制御する制御線とは共通化されており、前記第２のスイッチング素子を制御する制御線
と、前記第４のスイッチング素子を制御する制御線とは共通化されていてもよい。
【００３２】
　また、前記表示装置は、さらに、前記第１の電源線によって伝達される電源電圧を画素
行ごとに制御する電源電圧制御回路を備えてもよい。
【００３３】
　このような構成によれば、閾値電圧の変動を抑制するために前記駆動トランジスタに前
記固定の順バイアス電圧を印加している間に、前記発光素子の発光を抑止することができ
るので、表示コントラストの向上や消費電力の低減に役立つ。
【００３４】
　以下、本発明の実施の形態について説明する。なお、以下では、全ての図を通して同等
の機能を発揮する要素には同じ符号を付し、重複する説明は適宜省略する。
【００３５】
　（実施の形態１）
　実施の形態１における表示装置は、複数の画素回路をマトリクス状に配置してなる表示
部を有する表示装置であって、前記各画素回路が、駆動トランジスタの閾値変動を抑制す
るように構成されている。
【００３６】
　以下、本発明の実施の形態１について、図面を参照しながら説明する。
【００３７】
　図１は、実施の形態１における表示装置１の構成の一例を示す機能ブロック図である。
【００３８】
　表示装置１は、表示部２、制御回路３、走査線駆動回路４、信号線駆動回路５、及び電
源回路６から構成される。
【００３９】
　表示部２は、複数の画素回路１０をマトリクスに配置してなる。当該マトリクスの各行
には走査信号線が設けられ、当該マトリクスの各列にはデータ信号線が設けられる。
【００４０】
　制御回路３は、表示装置１の動作を制御する回路であり、外部から映像信号を受信し、
当該映像信号で表される画像が表示部２に表示されるように、走査線駆動回路４、信号線
駆動回路５を制御する。
【００４１】
　走査線駆動回路４は、表示部２の各行に設けられた走査信号線を介して画素回路１０に
、画素回路１０の動作を制御するための制御信号を供給する。
【００４２】
　信号線駆動回路５は、表示部２の各列に設けられたデータ信号線を介して画素回路１０
に、輝度に対応したデータ信号を供給する。
【００４３】
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　電源回路６は、表示装置１の動作用の電源を、表示装置１の各部に供給する。
【００４４】
　図２は、画素回路１０の構成の一例、及び画素回路１０と走査線駆動回路４及び信号線
駆動回路５との接続の一例を示す回路図である。
【００４５】
　表示部２の各行には、同じ行に配置される複数の画素回路１０に共通に接続される走査
信号線として、信号線ＳＣＡＮ、ＥＮＡＢが設けられており、表示部２の各列には、同じ
列に配置される複数の画素回路１０に共通に接続されるデータ信号線として、信号線ＤＡ
ＴＡが設けられている。
【００４６】
　また、表示部２には、電源回路６から供給される正の電源電圧を伝達して、画素回路１
０に分配する電源線ＶＤＤ、電源回路６から供給される負の電源電圧を伝達して、画素回
路１０に分配する電源線ＶＳＳ、及び電源回路６から供給される固定の参照電圧を伝達し
て、画素回路１０に分配する参照電圧線Ｖｒｅｆが設けられている。電源線ＶＤＤ、ＶＳ
Ｓ、及び参照電圧線Ｖｒｅｆは、全ての画素回路１０に共通に接続される。
【００４７】
　有機ＥＬ素子ＥＬに電流を供給する電源線ＶＤＤ、ＶＳＳの各々と画素回路１０との接
続点には、電気抵抗に起因する電圧降下による複雑な電圧変動が生じるが、直流電流を供
給しない参照電圧線Ｖｒｅｆには、定常的な電圧降下は生じない。
【００４８】
　表示部２に配置されている各画素回路１０は、画素回路１０が配置されている行の信号
線ＳＣＡＮ、ＥＮＡＢで走査線駆動回路４に接続されると共に、画素回路１０が配置され
ている行の信号線ＤＡＴＡで信号線駆動回路５に接続されている。
【００４９】
　信号線ＳＣＡＮ、ＥＮＡＢは、走査線駆動回路４から画素回路１０へ、画素回路１０の
動作を制御するための制御信号を伝達する。信号線ＤＡＴＡは、信号線駆動回路５から画
素回路１０へ、輝度に対応したデータ信号を伝達する。
【００５０】
　画素回路１０は、データ信号に対応した輝度で有機ＥＬ素子を発光させる回路であり、
駆動トランジスタＴＤ、スイッチングトランジスタＴ１～Ｔ４、キャパシタＣｓ、Ｃｓｕ
ｂ、及び有機ＥＬ素子ＥＬから構成される。駆動トランジスタＴＤ、スイッチングトラン
ジスタＴ１～Ｔ４は、ｎ型の薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）で構成される。
【００５１】
　駆動トランジスタＴＤは、ドレイン端子ｄが電源線ＶＤＤに接続され、ソース端子ｓが
スイッチングトランジスタＴ４を介在して有機ＥＬ素子ＥＬの第１（紙面の上側）の端子
に接続されている。
【００５２】
　キャパシタＣｓは、第１（紙面の上側）の端子が駆動トランジスタＴＤのゲート端子ｇ
に接続されている。
【００５３】
　キャパシタＣｓｕｂは、第１（紙面の上側）の端子がキャパシタＣｓの第２（紙面の下
側）の端子に接続され、第２（紙面の下側）の端子が固定の電圧（たとえば電源線ＶＤＤ
または参照電圧線Ｖｒｅｆ）に接続されている。なお、キャパシタＣｓｕｂは、専用の領
域に形成されたキャパシタである必要はなく、キャパシタＣｓの第２の端子を構成する導
電体と電源線ＶＤＤまたは参照電圧線Ｖｒｅｆまたは信号線ＳＣＡＮ、ＥＮＡＢを構成す
る導電体との間に存在する寄生容量であってもよい。またはスイッチングトランジスタＴ
１、Ｔ２の寄生容量であってもよい。したがって、キャパシタＣｓｕｂが明示されていな
い画素回路も本発明に含まれる。
【００５４】
　有機ＥＬ素子ＥＬは、第２（紙面の下側）の端子が電源線ＶＳＳに接続されている。
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【００５５】
　スイッチングトランジスタＴ１は、信号線ＳＣＡＮで伝達される制御信号に従って、キ
ャパシタＣｓの第２（紙面の下側）の端子とデータ線ＤＡＴＡとの導通及び非導通を切り
換える。
【００５６】
　スイッチングトランジスタＴ２は、信号線ＥＮＡＢで伝達される制御信号に従って、駆
動トランジスタＴＤのソース端子ｓとキャパシタＣｓの第２の端子との導通及び非導通を
切り換える。
【００５７】
　スイッチングトランジスタＴ３は、信号線ＳＣＡＮで伝達される制御信号に従って、キ
ャパシタＣｓの第１の端子と参照電圧線Ｖｒｅｆとの導通及び非導通を切り換える。
【００５８】
　スイッチングトランジスタＴ４は、信号線ＥＮＡＢで伝達される制御信号に従って、駆
動トランジスタＴＤのソース端子ｓと有機ＥＬ素子ＥＬの第２（紙面の上側）の端子との
導通及び非導通を切り換える。
【００５９】
　ここで、スイッチングトランジスタＴ１～Ｔ４が、それぞれ第１～第４のスイッチング
素子の一例であり、キャパシタＣｓが容量素子の一例であり、有機ＥＬ素子ＥＬが発光素
子の一例である。また、電源線ＶＤＤが第１の電源線の一例であり、電源線ＶＳＳが第２
の電源線の一例である。また、データ信号がデータ電圧の一例である。
【００６０】
　図３は、画素回路１０を動作させるための制御信号及びデータ信号の一例を、１フレー
ム期間にわたって示したタイミングチャートである。図３において、縦軸は各信号のレベ
ル、横軸は時間の経過を表す。画素回路１０のスイッチングトランジスタＴ１～Ｔ４はｎ
型のトランジスタで構成されるので、スイッチングトランジスタＴ１～Ｔ４の各々は、対
応する制御信号がＨｉｇｈレベルの期間に導通状態となり、対応する制御信号がＬｏｗレ
ベルの期間に非導通状態になる。
【００６１】
　図３に示す制御信号及びデータ信号に従って行われる画素回路１０の動作を、図４（ａ
）～（ｃ）を参照して説明する。なお、説明の便宜上、電源線ＶＤＤ、ＶＳＳの各々と画
素回路１０との接続点の電圧を、それぞれ正の電源電圧ＶＤＤ、負の電源電圧ＶＳＳと表
記し、参照電圧線Ｖｒｅｆの電圧を参照電圧Ｖｒｅｆと表記している。
【００６２】
　時刻ｔ１において、先行フレームにおける発光が終了する。
【００６３】
　時刻ｔ２からｔ３までのデータ書込み期間において、データ書込み動作が行われる。デ
ータ書込み動作とは、信号線ＤＡＴＡから、スイッチングトランジスタＴ１を介して、デ
ータ電圧Ｖｄａｔａを取得する（つまり、データ電圧Ｖｄａｔａが画素回路１０内に書き
込まれる）動作である。
【００６４】
　図４（ａ）は、データ書込み動作を説明する回路図である。データ書込み期間において
非導通状態になるスイッチングトランジスタＴ２、Ｔ４は点線で示されている。
【００６５】
　データ書込み期間において、スイッチングトランジスタＴ１、Ｔ３が導通状態になり、
信号線ＤＡＴＡからデータ電圧Ｖｄａｔａが取得され、参照電圧Ｖｒｅｆを基準として、
キャパシタＣｓに保持される。後述のリセット動作を行うために、参照電圧Ｖｒｅｆには
、正の電源電圧ＶＤＤに閾値電圧Ｖｔｈを加えた電圧よりも高い電圧が用いられる。
【００６６】
　時刻ｔ２からｔ４までのリセット期間において、リセット動作が行われる。リセット期
間の一部は、データ書込み期間と重複しており、リセット動作は、時刻ｔ２からｔ３まで
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、前述のデータ書込み動作と並行して行われる。リセット動作とは、駆動トランジスタの
閾値電圧の変動を抑制するために、駆動トランジスタＴＤの閾値電圧Ｖｔｈよりも大きい
順バイアス電圧を印加して、駆動トランジスタＴＤをオン状態にする動作である。
【００６７】
　図４（ｂ）は、リセット動作を説明する回路図である。リセット期間のうち時刻ｔ３以
降において非導通状態になるスイッチングトランジスタＴ１、Ｔ２、Ｔ３、Ｔ４は点線で
示されている。
【００６８】
　リセット期間において、時刻ｔ２からｔ３まで、参照電圧線Ｖｒｅｆから駆動トランジ
スタＴＤのゲート端子ｇに参照電圧Ｖｒｅｆが印加され、時刻ｔ３からｔ４まで、キャパ
シタＣｓの第１（紙面の上側）の端子から駆動トランジスタＴＤのゲート端子ｇに参照電
圧Ｖｒｅｆが印加される。
【００６９】
　前述したように、参照電圧Ｖｒｅｆは、正の電源電圧ＶＤＤに閾値電圧Ｖｔｈを加えた
電圧よりも高いので、駆動トランジスタＴＤはオン状態になり、リセット動作が行われる
。このとき、スイッチングトランジスタＴ４が非導通状態になっているため、有機ＥＬ素
子ＥＬの発光は抑止され、駆動トランジスタＴＤのドレイン端子およびソース端子の電位
は共に正の電源電圧ＶＤＤと等しくなる。これにより、有機ＥＬ素子ＥＬの不要な発光に
よる表示コントラストの低下、及び消費電力の増大が抑制される。
【００７０】
　なお、リセット期間において有機ＥＬ素子ＥＬの発光を抑止することは、駆動トランジ
スタＴＤの閾値電圧Ｖｔｈの変動を抑制するためには必須ではない。有機ＥＬ素子ＥＬの
発光を抑止せずにリセット動作を行った場合でも、駆動トランジスタＴＤの閾値電圧Ｖｔ
ｈの変動を抑制する効果があることが確かめられている。
【００７１】
　時刻ｔ４以降の発光期間において、発光動作が行われる。発光動作とは、データ電圧Ｖ
ｄａｔａを反映したバイアス電圧を駆動トランジスタＴＤのゲート端子－ソース端子間に
印加して、駆動トランジスタＴＤから有機ＥＬ素子ＥＬに電流を供給する動作である。
【００７２】
　図４（ｃ）は、発光動作を説明する回路図である。発光期間において非導通状態になる
スイッチングトランジスタＴ１、Ｔ３は点線で示されている。
【００７３】
　発光期間において、スイッチングトランジスタＴ１、Ｔ３が非導通状態になると共に、
スイッチングトランジスタＴ２が導通状態になり、キャパシタＣｓに保持されている電圧
Ｖｒｅｆ－Ｖｄａｔａが駆動トランジスタＴＤのゲート端子－ソース端子間に印加される
。
【００７４】
　その結果、駆動トランジスタＴＤから有機ＥＬ素子ＥＬに、データ電圧Ｖｄａｔａに対
応した大きさの電流Ｉｓｄ＝β／２×（Ｖｒｅｆ－Ｖｄａｔａ－Ｖｔｈ）２が供給される
。
【００７５】
　駆動トランジスタＴＤの閾値電圧Ｖｔｈは、発光動作に先行するリセット動作によって
、前のフレームの表示状態に関わらず、どのフレームにおいても、そのフレーム期間内に
おいてほぼ一定の値に設定されるので、閾値電圧の１フレーム内の変動の影響が排除され
、有機ＥＬ素子ＥＬをデータ電圧Ｖｄａｔａに対応した正確な輝度で発光させることがで
きる。
【００７６】
　上記のように構成された画素回路１０の発光特性を確認するために行った実験の結果に
ついて説明する。実験では、画素回路１０による実施例、及び従来技術である画素回路９
０による比較例について、画素回路の発光輝度の時間変化を測定した。
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【００７７】
　図５Ａは、実施例の画素回路１０の発光輝度の時間変化を示すグラフであり、白または
黒の表示から、灰色の表示に切り替わった直後の３５フレームにおける発光輝度の測定結
果が示されている。
【００７８】
　実施例では、先行フレームの表示が白か黒かによって、灰色の表示に切り替わった後の
最初のフレームで若干の発光輝度の差異が見られるものの、２番目のフレーム以降ではほ
ぼ同一の発光輝度が得られ、速やかに正しい灰色表示に収束している。また、各フレーム
内での発光輝度もほとんど変動がなく、よく安定している。
【００７９】
　その結果、例えば図５Ｂに示すように、中間階調の背景の中で黒または白のウィンドウ
をスクロールさせた場合でも、ウィンドウが通過して再び背景になった領域が速やかに正
しい中間階調の輝度に落ち着くため、尾引きは視認されない。
【００８０】
　これに対し、図６Ａは、比較例の画素回路９０の発光輝度の時間変化を示すグラフであ
り、白または黒の表示から、灰色の表示に切り替わった直後から３５フレームにおける発
光輝度の測定結果が示されている。
【００８１】
　比較例では、先行フレームの表示が白か黒かによって、灰色の表示に切り替わった後の
１０以上のフレームにおいて発光輝度の不一致が見られ、特に最初の１～２フレームでの
発光輝度には大きな差異が見られる。課題の項で指摘したように、この現象により、図６
Ｂに示すような、中間階調の背景の中で白または黒のウィンドウをスクロールさせた際の
尾引きが視認される。
【００８２】
　図７は、フレームごとの輝度の誤差のフレーム間推移を示すグラフである。ここでは、
輝度の誤差として、正しい灰色の輝度に対する実際の輝度のずれ量を示している。実施例
は、比較例と比べて、輝度のずれ量がより小さく、かつ速やかに正しい灰色表示に収束し
ている。
【００８３】
　これらの結果から、閾値電圧Ｖｔｈよりも大きい固定の順バイアス電圧の印加にて駆動
トランジスタＴＤをオン状態にしてリセットすることで、駆動トランジスタＴＤの閾値電
圧Ｖｔｈの変動を抑制し、有機ＥＬ素子ＥＬをデータ電圧Ｖｄａｔａに対応した正確な輝
度で発光させる効果が認められた。
【００８４】
　さらに、リセット期間において、有機ＥＬ素子ＥＬの発光を抑止することで、表示コン
トラストを向上し、消費電力を低減する効果が得られる。
【００８５】
　なお、上記で説明した画素回路１０は、次のような変形が可能である。
【００８６】
　例えば、図８に示す画素回路１１のように、スイッチングトランジスタＴ４を、駆動ト
ランジスタＴＤと電源線ＶＤＤとの間に挿入してもよい。スイッチングトランジスタＴ４
は、有機ＥＬ素子ＥＬの発光を抑止するために、駆動トランジスタＴＤから有機ＥＬ素子
ＥＬに供給する電流の経路のどこに挿入されていてもよい。画素回路１１は、図３に示す
制御信号に従って、画素回路１０と同等の動作を行う。
【００８７】
　また例えば、図９に示す画素回路２０のように、駆動トランジスタＴＤ、スイッチング
トランジスタＴ１～Ｔ４を全てｐ型のトランジスタで構成してもよい。画素回路２０は、
図３に示す画素回路１０に用いられる制御信号およびデータ信号のレベルをそれぞれ単純
に反転した制御信号およびデータ信号が与えられると、画素回路１０と同等の動作を行う
ように構成されている。したがって、画素回路２０によっても画素回路１０と同等の効果
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が得られる。
【００８８】
　（実施の形態１の変形例）
　本発明の実施の形態１の変形例について、図面を参照しながら説明する。本変形例では
、図２に示した画素回路１０のスイッチングトランジスタＴ１、Ｔ３を、それぞれ独立し
たタイミングで制御するための構成および動作の一例が示される。
【００８９】
　図１０は、実施の形態１の変形例における画素回路３０の構成の一例を示す回路図であ
る。画素回路３０の基本的な構成は、画素回路１０と同一であるが、スイッチングトラン
ジスタＴ１、Ｔ３のそれぞれのゲート端子が独立した制御線に接続されている点が異なる
。画素回路２０に対応して、表示部６の各行に信号線ＲＥＳＥＴが設けられる。
【００９０】
　画素回路３０において、スイッチングトランジスタＴ３は、信号線ＲＥＳＥＴで伝達さ
れる制御信号に従って、キャパシタＣｓの第１（紙面の上側）の端子と参照電圧線ＶＲと
の導通及び非導通を切り換える。
【００９１】
　なお、図１１に示す画素回路３１のように、スイッチングトランジスタＴ４を、駆動ト
ランジスタＴＤと電源線ＶＤＤとの間に挿入するように、画素回路３０を変形してもよい
。
【００９２】
　図１２は、画素回路３０、３１を動作させるための制御信号及びデータ信号の一例を、
１フレーム期間にわたって示すタイミングチャートである。図１２において、縦軸は各信
号のレベル、横軸は時間を表す。
【００９３】
　図１２に示す制御信号及びデータ信号に従って行われる画素回路３０、３１の動作を説
明する。
【００９４】
　時刻ｔ１において、先行フレームにおける発光が終了する。
【００９５】
　時刻ｔ２からｔ５までのリセット期間において、リセット動作が行われる。
【００９６】
　リセット期間の全体において、スイッチングトランジスタＴ３が導通状態になり、参照
電圧線Ｖｒｅｆから駆動トランジスタＴＤのゲート端子ｇに、正の電源電圧ＶＤＤに閾値
電圧Ｖｔｈを加えた電圧よりも高い参照電圧Ｖｒｅｆが印加される。これにより、駆動ト
ランジスタＴＤはオン状態になり、リセット動作が行われる。このとき、スイッチングト
ランジスタＴ４が非導通状態になっているため、有機ＥＬ素子ＥＬの発光は抑止される。
【００９７】
　時刻ｔ３からｔ４までのデータ書込み期間において、データ書込み動作が行われる。デ
ータ書込み期間は、リセット期間の少なくとも一部と重複しており、データ書込み動作は
、リセット動作と並行して行われる。
【００９８】
　なお、データ書込み動作は行ごとに順次行われる。そのため、最初にデータ書込み動作
が行われる行のデータ書込み期間は、リセット期間と同時に、時刻ｔ２に開始されてもよ
い。
【００９９】
　時刻ｔ４以降の発光期間において、発光動作が行われる。
【０１００】
　データ書込み動作及び発光動作は、画素回路１０について説明したデータ書込み動作及
び発光動作と同様である。
【０１０１】
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　画素回路３０、３１においても、画素回路１０と同様、駆動トランジスタＴＤの閾値電
圧Ｖｔｈは、発光動作に先行するリセット動作によって、どのフレームにおいてもほぼ同
一の値に設定されるので、閾値電圧の変動の影響が排除され、有機ＥＬ素子ＥＬをデータ
電圧Ｖｄａｔａに対応した正確な輝度で発光させることができる。
【０１０２】
　画素回路３０、３１では、さらに、リセット期間の全体において、参照電圧線Ｖｒｅｆ
から駆動トランジスタＴＤのゲート端子ｇに参照電圧Ｖｒｅｆを印加できる。そのため、
画素回路１０とは異なり、キャパシタＣｓのリークによって参照電圧Ｖｒｅｆが変動する
懸念がなく、より確実なリセット動作が実現できる。
【０１０３】
　なお、制御信号ＲＥＳＥＴに信号線制御信号ＳＣＡＮと同じ信号を用いて、行ごとに順
次、当該行のデータ書込み期間においてのみリセット動作を行ってもよい。その場合、信
号線ＲＥＳＥＴと信号線ＳＣＡＮとを同じ信号線で共通化してもよい。信号線の共通化は
、配線面積を削減するので、画素回路３０、３１の配置密度を向上し、高精細な表示装置
を実現するために役立つ。また走査線駆動回路４の出力本数を削減できるので、回路サイ
ズを縮小することができ、コストの低減が実現できる。
【０１０４】
　また、キャパシタＣｓｕｂは、専用の領域に形成されたキャパシタである必要はなく、
キャパシタＣｓの第２の端子を構成する導電体と電源線ＶＤＤまたは参照電圧線Ｖｒｅｆ
または信号線ＳＣＡＮ、ＥＮＡＢを構成する導電体との間に存在する寄生容量であっても
よい。またはスイッチングトランジスタＴ１、Ｔ２の寄生容量であってもよい。
【０１０５】
　（実施の形態２）
　本発明の実施の形態２について、図面を参照しながら説明する。本実施の形態では、有
機ＥＬ素子の発光を抑止するための回路を画素回路の外部に設けた表示装置の一例が示さ
れる。
【０１０６】
　図１３は、実施の形態２における表示装置１ａの構成の一例を示す機能ブロック図であ
る。
【０１０７】
　表示装置１ａは、実施の形態１の表示装置１と比べて、表示部２ａが変更され、電源分
配回路７が追加される。
【０１０８】
　表示部２ａは、複数の画素回路５０をマトリクス状に配置してなる。当該マトリクスの
各行には走査信号線及び電源線が設けられ、当該マトリクスの各列にはデータ信号線が設
けられる。
【０１０９】
　電源電圧制御回路７は、有機ＥＬ素子の発光に用いられる電源を電源回路６から供給さ
れ、表示部２ａの各行に設けられた電源線を介して、行ごとに独立して、画素回路５０に
分配する。
【０１１０】
　図１４は、画素回路５０の構成の一例、及び画素回路５０と、走査線駆動回路４、信号
線駆動回路５、及び電源電圧制御回路７との接続の一例を示す回路図である。
【０１１１】
　表示部２ａの各行には、同じ行に配置される複数の画素回路５０に共通に接続される走
査信号線として、信号線ＲＥＳＥＴ、ＭＥＲＧＥ、ＳＣＡＮが設けられている。表示部２
ａの各行には、さらに、同じ行に配置される複数の画素回路５０に共通に接続される電源
線ＶＤＤ（ｋ）が設けられている。
【０１１２】
　信号線ＭＥＲＧＥは、表示部２における信号線ＥＮＡＢと同じものである。電源線ＶＤ
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Ｄ（ｋ）は、第１の電源線の一例であり、表示部２における電源線ＶＤＤに対応している
。
【０１１３】
　画素回路５０は、図１０に示す画素回路３０と比べて、スイッチングトランジスタＴ４
が省略される点のみが異なる。
【０１１４】
　表示装置１ａにおいて、有機ＥＬ素子ＥＬの発光を抑止する機能は、電源電圧制御回路
７によって果たされる。電源電圧制御回路７は電源線ＶＤＤ（ｋ）に、例えば、発光期間
において正の電源電圧ＶＤＤを出力し、リセット期間において有機ＥＬ素子ＥＬが発光し
ない程度の低い電圧（例えば、負の電源電圧ＶＳＳ）を出力する。これにより、リセット
期間において、電源線ＶＤＤ（ｋ）に接続されている画素回路５０における有機ＥＬ素子
ＥＬの発光が抑止される。
【０１１５】
　また、参照電圧Ｖｒｅｆには、電源電圧ＶＤＤ（ｋ）のリセット期間における電圧に閾
値電圧Ｖｔｈを加えた電圧よりも高い電圧が用いられる。
【０１１６】
　図１５は、画素回路５０を動作させるための制御信号、電源電圧、及びデータ信号の一
例を、１フレーム期間にわたって示したタイミングチャートである。図１５において、縦
軸は各信号のレベル、横軸は時間の経過を表す。なお、説明の便宜上、電源線ＶＤＤ（ｋ
）で伝達される電圧を、電源電圧ＶＤＤ（ｋ）と表記している。電源電圧ＶＤＤ（ｋ）の
Ｈｉｇｈレベルは正の電源電圧ＶＤＤであり、電源電圧ＶＤＤ（ｋ）のＬｏｗレベルは、
例えば負の電源電圧ＶＳＳである。
【０１１７】
　有機ＥＬ素子ＥＬは、電源電圧ＶＤＤ（ｋ）がＬｏｗレベルの期間に発光が抑止される
から、図１５に示す制御信号及び電源電圧に従って行われる画素回路５０の動作は、図１
２に示す制御信号に従って行われる画素回路３０の動作と同等である。
【０１１８】
　なお、上記で説明した画素回路５０は、次のような変形が可能である。
【０１１９】
　例えば、図１６に示す画素回路６０のように、駆動トランジスタＴＤ、スイッチングト
ランジスタＴ１～Ｔ４を全てｐ型のトランジスタで構成してもよい。画素回路６０は、図
１３に示す画素回路５０に用いられる制御信号およびデータ信号のレベルをそれぞれ単純
に反転した制御信号およびデータ信号が与えられると、画素回路５０と同等の動作を行う
ように構成されている。したがって、画素回路６０によっても画素回路５０と同等の効果
が得られる。
【０１２０】
　また例えば、図１７に示す画素回路５１、及び図１８に示す画素回路６１のように、ス
イッチングトランジスタＴ２を省略してもよい。
【０１２１】
　なお、各行の画素回路における駆動トランジスタＴＤを、行ごとに異なるタイミングで
リセットしてもよいし、全ての行の画素回路における駆動トランジスタＴＤを、同一の期
間に一括してリセットしてもよい。
【０１２２】
　全ての駆動トランジスタを一括してリセットする制御方法は、行ごとに異なるタイミン
グで電源電圧を制御する必要がないから、表示装置１ａによって実行できることはもちろ
んのこと、実施の形態１で説明した表示装置１のように、電源線ＶＤＤ、ＶＳＳが、全て
の画素回路に共通に接続されている構成の表示装置によっても実行することができる。
【０１２３】
　以上、本発明に係る表示装置及びその制御方法、特には、表示装置に用いられる特徴的
な画素回路とその動作について、いくつかの実施の形態及び変形例を挙げて説明したが、
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本発明は、これらの実施の形態や変形例に限定されるものではない。本発明の主旨を逸脱
しない範囲で、当業者が思いつく各種変形を施し、また実施の形態及び変形例における構
成要素及び動作を任意に組み合わせて実現される表示装置およびその制御方法も本発明に
含まれる。
【０１２４】
　本発明に係る表示装置は、図１９に記載されたような薄型フラットＴＶに内蔵されても
よい。本発明に係る表示装置が内蔵されることにより、映像信号で表される画像を高精度
に表示可能な薄型フラットＴＶが実現される。
【産業上の利用可能性】
【０１２５】
　本発明は、有機ＥＬ素子を用いた表示装置に有用であり、特には、アクティブマトリク
ス型の有機ＥＬ表示装置に有用である。
【符号の説明】
【０１２６】
　　１、１ａ　表示装置
　　２、２ａ　表示部
　　３　制御回路
　　４　走査線駆動回路
　　５　信号線駆動回路
　　６　電源回路
　　７　電源電圧制御回路
　　１０、１１、２０、３０、３１、５０、５１、６０、６１、９０　画素回路
　　ＴＤ　駆動トランジスタ
　　Ｔ１～Ｔ４　スイッチングトランジスタ
　　Ｃｓ　キャパシタ
　　ＥＬ　有機ＥＬ素子
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５Ａ】

【図５Ｂ】

【図６Ａ】

【図６Ｂ】

【図７】 【図８】

【図９】
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【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】 【図２０】
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【手続補正書】
【提出日】平成25年1月10日(2013.1.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光素子と前記発光素子に電流を供給する駆動トランジスタとを備えた表示装置の制御
方法であって、
　前記駆動トランジスタのゲート端子に、ゲート端子に接続された参照電圧線を介して予
め定められた参照電圧を印加すると共に、前記駆動トランジスタのソース端子及びドレイ
ン端子のうちの一方に接続された電源線から、前記駆動トランジスタのソース端子及びド
レイン端子のうちの他方に固定電圧を印加して、前記駆動トランジスタの閾値電圧の変動
を抑制するリセットステップを含み、
　前記リセットステップでは、前記駆動トランジスタのゲート端子－ソース端子間の電圧
及びゲート端子－ドレイン端子間の電圧が、前記駆動トランジスタの閾値電圧よりも大き
な電圧となるよう、前記参照電圧が設定されている、
　表示装置の制御方法。
【請求項２】
　前記電源線とＥＬ共通端子の電源線は、発光期間で設定された電圧と、前記リセットス
テップで設定された電圧とが、互いに等しい、
　請求項１に記載の表示装置の制御方法。
【請求項３】
　さらに、一方の端子が前記駆動トランジスタのゲート端子に接続された容量素子に、発
光輝度に対応したデータ電圧を保持するデータ書込みステップを含み、
　前記リセットステップの少なくとも一部と、前記データ書込みステップの少なくとも一
部とが、同一の期間に並行して行われる、
　請求項１に記載の表示装置の制御方法。
【請求項４】
　複数の画素回路を配置してなる表示部を有する表示装置であって、
　前記画素回路の各々は、
　ソース端子及びドレイン端子の一方が第１の電源電圧を伝達する第１の電源線に接続さ
れた駆動トランジスタと、
　第１の端子が前記駆動トランジスタのゲート端子に接続された第１の容量素子と、
　前記第１の容量素子の第２の端子と、輝度に対応したデータ電圧を伝達するデータ線と
の導通及び非導通を切り換える第１のスイッチング素子と、
　前記第１の容量素子の第２の端子と、前記駆動トランジスタのソース端子との導通及び
非導通を切り換える第２のスイッチング素子と、
　前記第１の容量素子の第１の端子と、固定の参照電圧を伝達する参照電圧線との導通及
び非導通を切り換える第３のスイッチング素子と、
　第１の端子が前記駆動トランジスタのソース端子及びドレイン端子の他方と接続され、
第２の端子が第２の電源電圧を伝達する第２の電源線に接続された発光素子と、
　第１の端子が前記第１の容量素子の第２の端子に接続され、第２の端子が前記第１の電
源線または前記参照電圧線に接続された第２の容量素子と、を備え、
　前記第３のスイッチング素子が導通状態となる際、前記固定の参照電圧は、前記駆動ト
ランジスタのゲート端子－ソース端子間及びゲート端子－ドレイン端子間に、前記駆動ト
ランジスタの閾値電圧よりも大きな順バイアス電圧を与えるように設定されている、
　表示装置。
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【請求項５】
　前記画素回路の各々は、さらに、前記駆動トランジスタから前記発光素子に供給される
電流の経路に挿入され、当該電流の経路の導通及び非導通を切り換える第４のスイッチン
グ素子を備える、
　請求項４に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記第１のスイッチング素子を制御する制御線と、前記第３のスイッチング素子を制御
する制御線とは共通化されており、
　前記第２のスイッチング素子を制御する制御線と、前記第４のスイッチング素子を制御
する制御線とは共通化されている、
　請求項５に記載の表示装置。
【請求項７】
　前記表示装置は、さらに、前記第１の電源線によって伝達される電源電圧を画素行ごと
に制御する電源電圧制御回路を備える、
　請求項４に記載の表示装置。
【請求項８】
　前記リセットステップにおいて、前記駆動トランジスタのドレイン端子の電位とソース
端子の電位とが等しくなる、
　請求項１に記載の表示装置の制御方法。
【請求項９】
　前記駆動トランジスタのゲート端子に、前記固定の参照電圧を印加すると共に、前記第
１の電源線から、前記駆動トランジスタのソース端子及びドレイン端子の他方に固定電圧
を印加して、前記駆動トランジスタの閾値電圧の変動を抑制するリセット動作を行う、
　請求項４に記載の表示装置。
【請求項１０】
　前記リセット動作を行う期間において、前記駆動トランジスタのドレイン端子の電位と
ソース端子の電位とが等しくなる、
　請求項９に記載の表示装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００４】
［００１８］
　本発明は、上記の課題に鑑みてなされたものであり、有機ＥＬ素子をデータ電圧に対応
したより正確な輝度で発光させることができる画素回路を備える表示装置及びその制御方
法を提供することを目的とする。
課題を解決するための手段
［００１９］
　上記目的を達成するために、本発明の１つの態様に係る表示装置は、複数の画素回路を
配置してなる表示部を有する表示装置であって、前記画素回路の各々は、ソース端子及び
ドレイン端子の一方が第１の電源電圧を伝達する第１の電源線に接続された駆動トランジ
スタと、第１の端子が前記駆動トランジスタのゲート端子に接続された第１の容量素子と
、前記第１の容量素子の第２の端子と、輝度に対応したデータ電圧を伝達するデータ線と
の導通及び非導通を切り換える第１のスイッチング素子と、前記第１の容量素子の第２の
端子と、前記駆動トランジスタのソース端子との導通及び非導通を切り換える第２のスイ
ッチング素子と、前記第１の容量素子の第１の端子と、固定の参照電圧を伝達する参照電
圧線との導通及び非導通を切り換える第３のスイッチング素子と、第１の端子が前記駆動
トランジスタのソース端子及びドレイン端子の他方と接続され、第２の端子が第２の電源
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電圧を伝達する第２の電源線に接続された発光素子と、第１の端子が前記第１の容量素子
の第２の端子に接続され、第２の端子が前記第１の電源線または前記参照電圧線に接続さ
れた第２の容量素子と、を備え、前記第３のスイッチング素子が導通状態となる際、前記
固定の参照電圧は、前記駆動トランジスタのゲート端子－ソース端子間及びゲート端子－
ドレイン端子に、前記駆動トランジスタの閾値電圧よりも大きな順バイアス電圧を与える
ように設定されている。
発明の効果
［００２０］
　本発明の表示装置によれば、前記閾値電圧よりも大きい固定の順バイアス電圧を印加し
て前記駆動トランジスタをオン状態にすることで、前記駆動トランジスタの閾値電圧の変
動を抑制し、前記発光素子をより正確な輝度で発光させることができる。
図面の簡単な説明
【手続補正書】
【提出日】平成26年5月20日(2014.5.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置及びその制御方法に関し、特に有機エレクトロルミネッセンス（Ｅ
Ｌ）素子を用いた表示装置及びその制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　昨今、有機ＥＬ素子を用いた表示装置（以下、有機ＥＬ表示装置）の開発及び実用化が
進んでいる。有機ＥＬ表示装置は、一般に、各々が有機ＥＬ素子を有する複数の画素回路
をマトリクス状に配置してなる表示部と、当該表示部を駆動するための駆動回路とを有し
ている。
【０００３】
　アクティブマトリクス型の有機ＥＬ表示装置に用いられる原理的な画素回路は、有機Ｅ
Ｌ素子、選択スイッチングトランジスタ、キャパシタ、及び駆動トランジスタを用いて構
成される。そのような画素回路では、まず、信号線に接続された選択スイッチングトラン
ジスタを導通状態にし、当該画素の輝度に対応したデータ電圧を信号線よりキャパシタに
記録した後、前記選択スイッチングトランジスタを非導通状態とすることで、前記キャパ
シタにデータ電圧を保持する。次いで、キャパシタに保持された電圧に応じた大きさの電
流を駆動トランジスタから有機ＥＬ素子に供給し、有機ＥＬ素子が駆動トランジスタから
供給された電流に応じて、データ電圧に対応した輝度で発光する。
【０００４】
　このような原理的な画素回路に対し、有機ＥＬ素子をデータ電圧により正確に対応した
輝度で発光させるための構成を設けた画素回路、及びその制御方法が、種々提案されてい
る（例えば、特許文献１）。
【０００５】
　図２０は、特許文献１に開示された従来の画素回路９０を示す回路図である。
【０００６】
　画素回路９０は、駆動トランジスタＴＤ、スイッチングトランジスタＴ１～Ｔ３、キャ
パシタＣｓ、及び有機ＥＬ素子ＥＬから構成される。
【０００７】
　画素回路９０は、走査線駆動回路４から、信号線ＳＣＡＮ、ＭＥＲＧＥを介して、制御
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信号を供給され、信号線駆動回路５から、データ線ＤＡＴＡを介して、輝度に対応したデ
ータ電圧を供給される。また、画素回路９０は、図示しない電源回路から、電源線ＶＤＤ
、ＶＳＳを介して、有機ＥＬ素子ＥＬの発光に用いられる正、負の電源電圧を供給され、
参照電圧線Ｖｒｅｆを介して、参照電圧を供給される。
【０００８】
　有機ＥＬ素子ＥＬに電流を供給する電源線ＶＤＤ、ＶＳＳの画素回路９０との接続点に
は、電圧降下に起因する複雑な電圧変動が生じるが、直流電流を供給しない参照電圧線Ｖ
ｒｅｆには、定常的な電圧降下がほとんど生じない。
【０００９】
　このように構成された画素回路９０は、供給される制御信号に応じて、次のように動作
する。なお、以下の説明では、キャパシタの一端に電圧Ａ、他端に電圧Ｂを印加し、当該
キャパシタにて電圧Ａと電圧Ｂとの差である電圧（Ａ－Ｂ）を保持する動作を、電圧Ａを
、電圧Ｂを基準として、キャパシタに保持する、と表現する。この表現は、本明細書の全
体で用いられる。
【００１０】
　まず、スイッチングトランジスタＴ２を非導通状態として、キャパシタＣｓを画素内の
電流経路から電気的に切り離した状態で、スイッチングトランジスタＴ１、Ｔ３を導通状
態とする。キャパシタＣｓは、データ電圧を、参照電圧を基準として保持する。
【００１１】
　このときキャパシタＣｓに保持される電圧は、電源電圧の変動の影響を全く受けていな
い。次に、スイッチングトランジスタＴ１、Ｔ３を非導通状態とし、スイッチングトラン
ジスタＴ２を導通状態とし、キャパシタＣｓに保持されている電圧を、駆動トランジスタ
ＴＤのゲート端子－ソース端子間に印加する。
【００１２】
　その結果、駆動トランジスタＴＤは、データ電圧のみに応じた電流を有機ＥＬ素子ＥＬ
に供給するので、有機ＥＬ素子ＥＬはデータ電圧に対応した正確な輝度で発光する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】国際公開第２０１０／０４１４２６号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　ところで、有機ＥＬ素子の発光輝度の精度を損なう原因には、前述した従来技術によっ
て解決される電源電圧の変動の他にも、例えば、駆動トランジスタの閾値電圧の変動があ
る。閾値電圧の変動とは、駆動トランジスタのゲート端子－ソース端子間に印加されたバ
イアス電圧の大きさに依存して、その後の閾値電圧が変動する現象である。
【００１５】
　駆動トランジスタは、輝度に対応した大きさのバイアス電圧をゲート端子－ソース端子
間に印加されて有機ＥＬ素子に所望の大きさの電流を供給するから、先行フレームにおけ
る輝度に対応したゲート端子－ソース端子間電圧に応じて駆動トランジスタの閾値電圧が
変動し、後続フレームに影響を及ぼす。すなわち、閾値電圧が変動すると、データ電圧に
対して駆動トランジスタが有機ＥＬ素子に供給する電流量に誤差が生じ、この誤差は有機
ＥＬ素子の発光輝度の誤差に反映される。
【００１６】
　その様子を図６Ａに示す。図６Ａは、先行フレームにおいて黒または白が表示された後
に、中間階調（灰色）を表示させた際の輝度の時間変化を示すグラフである。表示が変化
してから１０以上のフレームにおいて、先行フレームの表示が白か黒かによる発光輝度の
不一致が見られ、特に最初の１～２フレームでは大きな差異が見られる。この現象により
、例えば図６Ｂに示すように、中間階調の背景の中で白または黒のウィンドウをスクロー
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ルさせた場合には、ウィンドウが通過して再び背景になった領域が正しい中間階調の輝度
に落ち着くまでにかなりの時間を要するため、尾引きと呼ばれる表示劣化が視認される。
【００１７】
　しかしながら、前述した従来技術では、このような急激な階調変化に伴って駆動トラン
ジスタ閾値電圧が変動して生じる表示劣化及びその対策について、検討されていない。
【００１８】
　本発明は、上記の課題に鑑みてなされたものであり、有機ＥＬ素子をデータ電圧に対応
したより正確な輝度で発光させることができる画素回路を備える表示装置及びその制御方
法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　上記目的を達成するために、本発明の１つの態様に係る表示装置は、複数の画素回路を
配置してなる表示部を有する表示装置であって、前記画素回路の各々は、ソース端子及び
ドレイン端子の一方が第１の電源電圧を伝達する第１の電源線に接続された駆動トランジ
スタと、第１の端子が前記駆動トランジスタのゲート端子に接続された第１の容量素子と
、前記第１の容量素子の第２の端子と、輝度に対応したデータ電圧を伝達するデータ線と
の導通及び非導通を切り換える第１のスイッチング素子と、前記第１の容量素子の第２の
端子と、前記駆動トランジスタのソース端子との導通及び非導通を切り換える第２のスイ
ッチング素子と、前記第１の容量素子の第１の端子と、固定の参照電圧を伝達する参照電
圧線との導通及び非導通を切り換える第３のスイッチング素子と、第１の端子が前記駆動
トランジスタのソース端子及びドレイン端子の他方と接続され、第２の端子が第２の電源
電圧を伝達する第２の電源線に接続された発光素子と、第１の端子が前記第１の容量素子
の第２の端子に接続され、第２の端子が前記第１の電源線または前記参照電圧線に接続さ
れた第２の容量素子と、を備え、前記第３のスイッチング素子が導通状態となる際、前記
固定の参照電圧は、前記駆動トランジスタのゲート端子－ソース端子間及びゲート端子－
ドレイン端子間に、前記駆動トランジスタの閾値電圧よりも大きな順バイアス電圧を与え
るように設定されている。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の表示装置によれば、前記閾値電圧よりも大きい固定の順バイアス電圧を印加し
て前記駆動トランジスタをオン状態にすることで、前記駆動トランジスタの閾値電圧の変
動を抑制し、前記発光素子をより正確な輝度で発光させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】図１は、実施の形態１における表示装置の構成の一例を示す機能ブロック図であ
る。
【図２】図２は、実施の形態１における画素回路の構成の一例を示す回路図である。
【図３】図３は、実施の形態１における制御信号およびデータ信号の一例を示すタイミン
グチャートである。
【図４】図４は、実施の形態１における画素回路の動作の一例を示す回路図である。
【図５Ａ】図５Ａは、実施例の画素回路の発光輝度の時間変化を示すグラフである。
【図５Ｂ】図５Ｂは、実施例の画素回路を用いた表示部によるスクロール表示の一例であ
る。
【図６Ａ】図６Ａは、比較例の画素回路の発光輝度の時間変化を示すグラフである。
【図６Ｂ】図６Ｂは、比較例の画素回路を用いた表示部によるスクロール表示の一例であ
る。
【図７】図７は、実施例と比較例についてフレームごとの発光輝度の誤差を示すグラフで
ある。
【図８】図８は、実施の形態１における画素回路の構成の一例を示す回路図である。
【図９】図９は、実施の形態１における画素回路の構成の一例を示す回路図である。
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【図１０】図１０は、実施の形態１の変形例における画素回路の構成の一例を示す回路図
である。
【図１１】図１１は、実施の形態１の変形例における画素回路の構成の一例を示す回路図
である。
【図１２】図１２は、実施の形態１の変形例における制御信号およびデータ信号の一例を
示すタイミングチャートである。
【図１３】図１３は、実施の形態２における表示装置の構成の一例を示す機能ブロック図
である。
【図１４】図１４は、実施の形態２における画素回路の構成の一例を示す回路図である。
【図１５】図１５は、実施の形態２における制御信号、電源電圧、およびデータ信号の一
例を示すタイミングチャートである。
【図１６】図１６は、実施の形態２における画素回路の構成の一例を示す回路図である。
【図１７】図１７は、実施の形態２における画素回路の構成の一例を示す回路図である。
【図１８】図１８は、実施の形態２における画素回路の構成の一例を示す回路図である。
【図１９】図１９は、本発明の表示装置を内蔵する薄型フラットＴＶの一例を示す外観図
である。
【図２０】図２０は、従来の画素回路の構成の一例を示す回路図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　本発明の１つの態様に係る制御方法は、発光素子と前記発光素子に電流を供給する駆動
トランジスタとを備えた表示装置の制御方法であって、前記駆動トランジスタのゲート端
子に、ゲート端子に接続された参照電圧線を介して予め定められた参照電圧を印加すると
共に、前記駆動トランジスタのソース端子及びドレイン端子のうちの一方に接続された電
源線から、前記駆動トランジスタのソース端子及びドレイン端子のうちの他方に固定電圧
を印加して、前記駆動トランジスタの閾値電圧の変動を抑制するリセットステップを含み
、前記リセットステップでは、前記駆動トランジスタのゲート端子－ソース端子間の電圧
が、前記駆動トランジスタの閾値電圧よりも大きな電圧となるよう、前記参照電圧が設定
されている。
【００２３】
　このような制御方法によれば、前記リセットステップで、前記閾値電圧よりも大きい固
定の順バイアス電圧の印加によって前記駆動トランジスタをオン状態にして、前記駆動ト
ランジスタの閾値電圧の変動を抑制するので、前記発光素子をより正確な輝度で発光させ
ることができる。
【００２４】
　また、前記電源線とＥＬ共通端子の電源線は、発光期間で設定された電圧と、前記リセ
ットステップで設定された電圧とが、互いに等しくてもよい。
【００２５】
　このような制御方法によれば、前記発光期間と、前記リセットステップとで、電源線の
電圧を変更する必要がないので、前記表示装置の回路構成を簡素化するために役立つ。
【００２６】
　前記制御方法は、さらに、一方の端子が前記駆動トランジスタのゲート端子に接続され
た容量素子に、発光輝度に対応したデータ電圧を保持するデータ書込みステップを含み、
前記リセットステップの少なくとも一部と、前記データ書込みステップの少なくとも一部
とが、同一の期間に並行して行われてもよい。
【００２７】
　このような制御方法によれば、前記データ書込みステップと並行して、前記リセットス
テップに十分な時間をかけることで、前記駆動トランジスタの閾値電圧の変動をより小さ
く抑制することができる。
【００２８】
　本発明の１つの態様に係る表示装置は、複数の画素回路を配置してなる表示部を有する
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表示装置であって、前記画素回路の各々は、ソース端子及びドレイン端子の一方が第１の
電源電圧を伝達する第１の電源線に接続された駆動トランジスタと、第１の端子が前記駆
動トランジスタのゲート端子に接続された第１の容量素子と、前記第１の容量素子の第２
の端子と、輝度に対応したデータ電圧を伝達するデータ線との導通及び非導通を切り換え
る第１のスイッチング素子と、前記第１の容量素子の第２の端子と、前記駆動トランジス
タのソース端子との導通及び非導通を切り換える第２のスイッチング素子と、前記第１の
容量素子の第１の端子と、固定の参照電圧を伝達する参照電圧線との導通及び非導通を切
り換える第３のスイッチング素子と、第１の端子が前記駆動トランジスタのソース端子及
びドレイン端子の他方と接続され、第２の端子が第２の電源電圧を伝達する第２の電源線
に接続された発光素子と、第１の端子が前記第１の容量素子の第２の端子に接続され、第
２の端子が前記第１の電源線または前記参照電圧線に接続された第２の容量素子と、を備
え、前記第３のスイッチング素子が導通状態となる際、前記固定の参照電圧は、前記駆動
トランジスタのゲート端子－ソース端子間に、前記駆動トランジスタの閾値電圧よりも大
きな順バイアス電圧を与えるように設定されている。
【００２９】
　このような構成によれば、前記閾値電圧よりも大きい固定の順バイアス電圧を印加して
前記駆動トランジスタをオン状態にすることで、前記駆動トランジスタの閾値電圧の変動
を抑制し、前記発光素子をより正確な輝度で発光させることができる。
【００３０】
　また、前記画素回路の各々は、さらに、前記駆動トランジスタから前記発光素子に供給
される電流の経路に挿入され、当該電流の経路の導通及び非導通を切り換える第４のスイ
ッチング素子を備えてもよい。
【００３１】
　また、前記第１のスイッチング素子を制御する制御線と、前記第３のスイッチング素子
を制御する制御線とは共通化されており、前記第２のスイッチング素子を制御する制御線
と、前記第４のスイッチング素子を制御する制御線とは共通化されていてもよい。
【００３２】
　また、前記表示装置は、さらに、前記第１の電源線によって伝達される電源電圧を画素
行ごとに制御する電源電圧制御回路を備えてもよい。
【００３３】
　このような構成によれば、閾値電圧の変動を抑制するために前記駆動トランジスタに前
記固定の順バイアス電圧を印加している間に、前記発光素子の発光を抑止することができ
るので、表示コントラストの向上や消費電力の低減に役立つ。
【００３４】
　以下、本発明の実施の形態について説明する。なお、以下では、全ての図を通して同等
の機能を発揮する要素には同じ符号を付し、重複する説明は適宜省略する。
【００３５】
　（実施の形態１）
　実施の形態１における表示装置は、複数の画素回路をマトリクス状に配置してなる表示
部を有する表示装置であって、前記各画素回路が、駆動トランジスタの閾値変動を抑制す
るように構成されている。
【００３６】
　以下、本発明の実施の形態１について、図面を参照しながら説明する。
【００３７】
　図１は、実施の形態１における表示装置１の構成の一例を示す機能ブロック図である。
【００３８】
　表示装置１は、表示部２、制御回路３、走査線駆動回路４、信号線駆動回路５、及び電
源回路６から構成される。
【００３９】
　表示部２は、複数の画素回路１０をマトリクスに配置してなる。当該マトリクスの各行
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には走査信号線が設けられ、当該マトリクスの各列にはデータ信号線が設けられる。
【００４０】
　制御回路３は、表示装置１の動作を制御する回路であり、外部から映像信号を受信し、
当該映像信号で表される画像が表示部２に表示されるように、走査線駆動回路４、信号線
駆動回路５を制御する。
【００４１】
　走査線駆動回路４は、表示部２の各行に設けられた走査信号線を介して画素回路１０に
、画素回路１０の動作を制御するための制御信号を供給する。
【００４２】
　信号線駆動回路５は、表示部２の各列に設けられたデータ信号線を介して画素回路１０
に、輝度に対応したデータ信号を供給する。
【００４３】
　電源回路６は、表示装置１の動作用の電源を、表示装置１の各部に供給する。
【００４４】
　図２は、画素回路１０の構成の一例、及び画素回路１０と走査線駆動回路４及び信号線
駆動回路５との接続の一例を示す回路図である。
【００４５】
　表示部２の各行には、同じ行に配置される複数の画素回路１０に共通に接続される走査
信号線として、信号線ＳＣＡＮ、ＥＮＡＢが設けられており、表示部２の各列には、同じ
列に配置される複数の画素回路１０に共通に接続されるデータ信号線として、データ線Ｄ
ＡＴＡが設けられている。
【００４６】
　また、表示部２には、電源回路６から供給される正の電源電圧を伝達して、画素回路１
０に分配する電源線ＶＤＤ、電源回路６から供給される負の電源電圧を伝達して、画素回
路１０に分配する電源線ＶＳＳ、及び電源回路６から供給される固定の参照電圧を伝達し
て、画素回路１０に分配する参照電圧線Ｖｒｅｆが設けられている。電源線ＶＤＤ、ＶＳ
Ｓ、及び参照電圧線Ｖｒｅｆは、全ての画素回路１０に共通に接続される。
【００４７】
　有機ＥＬ素子ＥＬに電流を供給する電源線ＶＤＤ、ＶＳＳの各々と画素回路１０との接
続点には、電気抵抗に起因する電圧降下による複雑な電圧変動が生じるが、直流電流を供
給しない参照電圧線Ｖｒｅｆには、定常的な電圧降下は生じない。
【００４８】
　表示部２に配置されている各画素回路１０は、画素回路１０が配置されている行の信号
線ＳＣＡＮ、ＥＮＡＢで走査線駆動回路４に接続されると共に、画素回路１０が配置され
ている列のデータ線ＤＡＴＡで信号線駆動回路５に接続されている。
【００４９】
　信号線ＳＣＡＮ、ＥＮＡＢは、走査線駆動回路４から画素回路１０へ、画素回路１０の
動作を制御するための制御信号を伝達する。データ線ＤＡＴＡは、信号線駆動回路５から
画素回路１０へ、輝度に対応したデータ信号を伝達する。
【００５０】
　画素回路１０は、データ信号に対応した輝度で有機ＥＬ素子を発光させる回路であり、
駆動トランジスタＴＤ、スイッチングトランジスタＴ１～Ｔ４、キャパシタＣｓ、Ｃｓｕ
ｂ、及び有機ＥＬ素子ＥＬから構成される。駆動トランジスタＴＤ、スイッチングトラン
ジスタＴ１～Ｔ４は、ｎ型の薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）で構成される。
【００５１】
　駆動トランジスタＴＤは、ドレイン端子ｄが電源線ＶＤＤに接続され、ソース端子ｓが
スイッチングトランジスタＴ４を介在して有機ＥＬ素子ＥＬの第１（紙面の上側）の端子
に接続されている。
【００５２】
　キャパシタＣｓは、第１（紙面の上側）の端子が駆動トランジスタＴＤのゲート端子ｇ
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に接続されている。
【００５３】
　キャパシタＣｓｕｂは、第１（紙面の上側）の端子がキャパシタＣｓの第２（紙面の下
側）の端子に接続され、第２（紙面の下側）の端子が固定の電圧（たとえば電源線ＶＤＤ
または参照電圧線Ｖｒｅｆ）に接続されている。なお、キャパシタＣｓｕｂは、専用の領
域に形成されたキャパシタである必要はなく、キャパシタＣｓの第２の端子を構成する導
電体と電源線ＶＤＤまたは参照電圧線Ｖｒｅｆまたは信号線ＳＣＡＮ、ＥＮＡＢを構成す
る導電体との間に存在する寄生容量であってもよい。またはスイッチングトランジスタＴ
１、Ｔ２の寄生容量であってもよい。したがって、キャパシタＣｓｕｂが明示されていな
い画素回路も本発明に含まれる。
【００５４】
　有機ＥＬ素子ＥＬは、第２（紙面の下側）の端子が電源線ＶＳＳに接続されている。
【００５５】
　スイッチングトランジスタＴ１は、信号線ＳＣＡＮで伝達される制御信号に従って、キ
ャパシタＣｓの第２（紙面の下側）の端子とデータ線ＤＡＴＡとの導通及び非導通を切り
換える。
【００５６】
　スイッチングトランジスタＴ２は、信号線ＥＮＡＢで伝達される制御信号に従って、駆
動トランジスタＴＤのソース端子ｓとキャパシタＣｓの第２の端子との導通及び非導通を
切り換える。
【００５７】
　スイッチングトランジスタＴ３は、信号線ＳＣＡＮで伝達される制御信号に従って、キ
ャパシタＣｓの第１の端子と参照電圧線Ｖｒｅｆとの導通及び非導通を切り換える。
【００５８】
　スイッチングトランジスタＴ４は、信号線ＥＮＡＢで伝達される制御信号に従って、駆
動トランジスタＴＤのソース端子ｓと有機ＥＬ素子ＥＬの第２（紙面の上側）の端子との
導通及び非導通を切り換える。
【００５９】
　ここで、スイッチングトランジスタＴ１～Ｔ４が、それぞれ第１～第４のスイッチング
素子の一例であり、キャパシタＣｓが容量素子の一例であり、有機ＥＬ素子ＥＬが発光素
子の一例である。また、電源線ＶＤＤが第１の電源線の一例であり、電源線ＶＳＳが第２
の電源線の一例である。また、データ信号がデータ電圧の一例である。
【００６０】
　図３は、画素回路１０を動作させるための制御信号及びデータ信号の一例を、１フレー
ム期間にわたって示したタイミングチャートである。図３において、縦軸は各信号のレベ
ル、横軸は時間の経過を表す。画素回路１０のスイッチングトランジスタＴ１～Ｔ４はｎ
型のトランジスタで構成されるので、スイッチングトランジスタＴ１～Ｔ４の各々は、対
応する制御信号がＨｉｇｈレベルの期間に導通状態となり、対応する制御信号がＬｏｗレ
ベルの期間に非導通状態になる。
【００６１】
　図３に示す制御信号及びデータ信号に従って行われる画素回路１０の動作を、図４（ａ
）～（ｃ）を参照して説明する。なお、説明の便宜上、電源線ＶＤＤ、ＶＳＳの各々と画
素回路１０との接続点の電圧を、それぞれ正の電源電圧ＶＤＤ、負の電源電圧ＶＳＳと表
記し、参照電圧線Ｖｒｅｆの電圧を参照電圧Ｖｒｅｆと表記している。
【００６２】
　時刻ｔ１において、先行フレームにおける発光が終了する。
【００６３】
　時刻ｔ２からｔ３までのデータ書込み期間において、データ書込み動作が行われる。デ
ータ書込み動作とは、データ線ＤＡＴＡから、スイッチングトランジスタＴ１を介して、
データ電圧Ｖｄａｔａを取得する（つまり、データ電圧Ｖｄａｔａが画素回路１０内に書



(29) JP WO2013/076772 A1 2013.5.30

き込まれる）動作である。
【００６４】
　図４（ａ）は、データ書込み動作を説明する回路図である。データ書込み期間において
非導通状態になるスイッチングトランジスタＴ２、Ｔ４は点線で示されている。
【００６５】
　データ書込み期間において、スイッチングトランジスタＴ１、Ｔ３が導通状態になり、
データ線ＤＡＴＡからデータ電圧Ｖｄａｔａが取得され、参照電圧Ｖｒｅｆを基準として
、キャパシタＣｓに保持される。後述のリセット動作を行うために、参照電圧Ｖｒｅｆに
は、正の電源電圧ＶＤＤに閾値電圧Ｖｔｈを加えた電圧よりも高い電圧が用いられる。
【００６６】
　時刻ｔ２からｔ４までのリセット期間において、リセット動作が行われる。リセット期
間の一部は、データ書込み期間と重複しており、リセット動作は、時刻ｔ２からｔ３まで
、前述のデータ書込み動作と並行して行われる。リセット動作とは、駆動トランジスタの
閾値電圧の変動を抑制するために、駆動トランジスタＴＤの閾値電圧Ｖｔｈよりも大きい
順バイアス電圧を印加して、駆動トランジスタＴＤをオン状態にする動作である。
【００６７】
　図４（ｂ）は、リセット動作を説明する回路図である。リセット期間のうち時刻ｔ３以
降において非導通状態になるスイッチングトランジスタＴ１、Ｔ２、Ｔ３、Ｔ４は点線で
示されている。
【００６８】
　リセット期間において、時刻ｔ２からｔ３まで、参照電圧線Ｖｒｅｆから駆動トランジ
スタＴＤのゲート端子ｇに参照電圧Ｖｒｅｆが印加され、時刻ｔ３からｔ４まで、キャパ
シタＣｓの第１（紙面の上側）の端子から駆動トランジスタＴＤのゲート端子ｇに参照電
圧Ｖｒｅｆが印加される。
【００６９】
　前述したように、参照電圧Ｖｒｅｆは、正の電源電圧ＶＤＤに閾値電圧Ｖｔｈを加えた
電圧よりも高いので、駆動トランジスタＴＤはオン状態になり、リセット動作が行われる
。このとき、スイッチングトランジスタＴ４が非導通状態になっているため、有機ＥＬ素
子ＥＬの発光は抑止され、駆動トランジスタＴＤのドレイン端子およびソース端子の電位
は共に正の電源電圧ＶＤＤと等しくなる。これにより、有機ＥＬ素子ＥＬの不要な発光に
よる表示コントラストの低下、及び消費電力の増大が抑制される。
【００７０】
　なお、リセット期間において有機ＥＬ素子ＥＬの発光を抑止することは、駆動トランジ
スタＴＤの閾値電圧Ｖｔｈの変動を抑制するためには必須ではない。有機ＥＬ素子ＥＬの
発光を抑止せずにリセット動作を行った場合でも、駆動トランジスタＴＤの閾値電圧Ｖｔ
ｈの変動を抑制する効果があることが確かめられている。
【００７１】
　時刻ｔ４以降の発光期間において、発光動作が行われる。発光動作とは、データ電圧Ｖ
ｄａｔａを反映したバイアス電圧を駆動トランジスタＴＤのゲート端子－ソース端子間に
印加して、駆動トランジスタＴＤから有機ＥＬ素子ＥＬに電流を供給する動作である。
【００７２】
　図４（ｃ）は、発光動作を説明する回路図である。発光期間において非導通状態になる
スイッチングトランジスタＴ１、Ｔ３は点線で示されている。
【００７３】
　発光期間において、スイッチングトランジスタＴ１、Ｔ３が非導通状態になると共に、
スイッチングトランジスタＴ２が導通状態になり、キャパシタＣｓに保持されている電圧
Ｖｒｅｆ－Ｖｄａｔａが駆動トランジスタＴＤのゲート端子－ソース端子間に印加される
。
【００７４】
　その結果、駆動トランジスタＴＤから有機ＥＬ素子ＥＬに、データ電圧Ｖｄａｔａに対
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応した大きさの電流Ｉｓｄ＝β／２×（Ｖｒｅｆ－Ｖｄａｔａ－Ｖｔｈ）２が供給される
。
【００７５】
　駆動トランジスタＴＤの閾値電圧Ｖｔｈは、発光動作に先行するリセット動作によって
、前のフレームの表示状態に関わらず、どのフレームにおいても、そのフレーム期間内に
おいてほぼ一定の値に設定されるので、閾値電圧の１フレーム内の変動の影響が排除され
、有機ＥＬ素子ＥＬをデータ電圧Ｖｄａｔａに対応した正確な輝度で発光させることがで
きる。
【００７６】
　上記のように構成された画素回路１０の発光特性を確認するために行った実験の結果に
ついて説明する。実験では、画素回路１０による実施例、及び従来技術である画素回路９
０による比較例について、画素回路の発光輝度の時間変化を測定した。
【００７７】
　図５Ａは、実施例の画素回路１０の発光輝度の時間変化を示すグラフであり、白または
黒の表示から、灰色の表示に切り替わった直後の３５フレームにおける発光輝度の測定結
果が示されている。
【００７８】
　実施例では、先行フレームの表示が白か黒かによって、灰色の表示に切り替わった後の
最初のフレームで若干の発光輝度の差異が見られるものの、２番目のフレーム以降ではほ
ぼ同一の発光輝度が得られ、速やかに正しい灰色表示に収束している。また、各フレーム
内での発光輝度もほとんど変動がなく、よく安定している。
【００７９】
　その結果、例えば図５Ｂに示すように、中間階調の背景の中で黒または白のウィンドウ
をスクロールさせた場合でも、ウィンドウが通過して再び背景になった領域が速やかに正
しい中間階調の輝度に落ち着くため、尾引きは視認されない。
【００８０】
　これに対し、図６Ａは、比較例の画素回路９０の発光輝度の時間変化を示すグラフであ
り、白または黒の表示から、灰色の表示に切り替わった直後から３５フレームにおける発
光輝度の測定結果が示されている。
【００８１】
　比較例では、先行フレームの表示が白か黒かによって、灰色の表示に切り替わった後の
１０以上のフレームにおいて発光輝度の不一致が見られ、特に最初の１～２フレームでの
発光輝度には大きな差異が見られる。課題の項で指摘したように、この現象により、図６
Ｂに示すような、中間階調の背景の中で白または黒のウィンドウをスクロールさせた際の
尾引きが視認される。
【００８２】
　図７は、フレームごとの輝度の誤差のフレーム間推移を示すグラフである。ここでは、
輝度の誤差として、正しい灰色の輝度に対する実際の輝度のずれ量を示している。実施例
は、比較例と比べて、輝度のずれ量がより小さく、かつ速やかに正しい灰色表示に収束し
ている。
【００８３】
　これらの結果から、閾値電圧Ｖｔｈよりも大きい固定の順バイアス電圧の印加にて駆動
トランジスタＴＤをオン状態にしてリセットすることで、駆動トランジスタＴＤの閾値電
圧Ｖｔｈの変動を抑制し、有機ＥＬ素子ＥＬをデータ電圧Ｖｄａｔａに対応した正確な輝
度で発光させる効果が認められた。
【００８４】
　さらに、リセット期間において、有機ＥＬ素子ＥＬの発光を抑止することで、表示コン
トラストを向上し、消費電力を低減する効果が得られる。
【００８５】
　なお、上記で説明した画素回路１０は、次のような変形が可能である。
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【００８６】
　例えば、図８に示す画素回路１１のように、スイッチングトランジスタＴ４を、駆動ト
ランジスタＴＤと電源線ＶＤＤとの間に挿入してもよい。スイッチングトランジスタＴ４
は、有機ＥＬ素子ＥＬの発光を抑止するために、駆動トランジスタＴＤから有機ＥＬ素子
ＥＬに供給する電流の経路のどこに挿入されていてもよい。画素回路１１は、図３に示す
制御信号に従って、画素回路１０と同等の動作を行う。
【００８７】
　また例えば、図９に示す画素回路２０のように、駆動トランジスタＴＤ、スイッチング
トランジスタＴ１～Ｔ４を全てｐ型のトランジスタで構成してもよい。画素回路２０は、
図３に示す画素回路１０に用いられる制御信号およびデータ信号のレベルをそれぞれ単純
に反転した制御信号およびデータ信号が与えられると、画素回路１０と同等の動作を行う
ように構成されている。したがって、画素回路２０によっても画素回路１０と同等の効果
が得られる。
【００８８】
　（実施の形態１の変形例）
　本発明の実施の形態１の変形例について、図面を参照しながら説明する。本変形例では
、図２に示した画素回路１０のスイッチングトランジスタＴ１、Ｔ３を、それぞれ独立し
たタイミングで制御するための構成および動作の一例が示される。
【００８９】
　図１０は、実施の形態１の変形例における画素回路３０の構成の一例を示す回路図であ
る。画素回路３０の基本的な構成は、画素回路１０と同一であるが、スイッチングトラン
ジスタＴ１、Ｔ３のそれぞれのゲート端子が独立した制御線に接続されている点が異なる
。画素回路３０に対応して、表示部２の各行に信号線ＲＥＳＥＴが設けられる。
【００９０】
　画素回路３０において、スイッチングトランジスタＴ３は、信号線ＲＥＳＥＴで伝達さ
れる制御信号に従って、キャパシタＣｓの第１（紙面の上側）の端子と参照電圧線Ｖｒｅ
ｆとの導通及び非導通を切り換える。
【００９１】
　なお、図１１に示す画素回路３１のように、スイッチングトランジスタＴ４を、駆動ト
ランジスタＴＤと電源線ＶＤＤとの間に挿入するように、画素回路３０を変形してもよい
。
【００９２】
　図１２は、画素回路３０、３１を動作させるための制御信号及びデータ信号の一例を、
１フレーム期間にわたって示すタイミングチャートである。図１２において、縦軸は各信
号のレベル、横軸は時間を表す。
【００９３】
　図１２に示す制御信号及びデータ信号に従って行われる画素回路３０、３１の動作を説
明する。
【００９４】
　時刻ｔ１において、先行フレームにおける発光が終了する。
【００９５】
　時刻ｔ２からｔ５までのリセット期間において、リセット動作が行われる。
【００９６】
　リセット期間の全体において、スイッチングトランジスタＴ３が導通状態になり、参照
電圧線Ｖｒｅｆから駆動トランジスタＴＤのゲート端子ｇに、正の電源電圧ＶＤＤに閾値
電圧Ｖｔｈを加えた電圧よりも高い参照電圧Ｖｒｅｆが印加される。これにより、駆動ト
ランジスタＴＤはオン状態になり、リセット動作が行われる。このとき、スイッチングト
ランジスタＴ４が非導通状態になっているため、有機ＥＬ素子ＥＬの発光は抑止される。
【００９７】
　時刻ｔ３からｔ４までのデータ書込み期間において、データ書込み動作が行われる。デ
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ータ書込み期間は、リセット期間の少なくとも一部と重複しており、データ書込み動作は
、リセット動作と並行して行われる。
【００９８】
　なお、データ書込み動作は行ごとに順次行われる。そのため、最初にデータ書込み動作
が行われる行のデータ書込み期間は、リセット期間と同時に、時刻ｔ２に開始されてもよ
い。
【００９９】
　時刻ｔ４以降の発光期間において、発光動作が行われる。
【０１００】
　データ書込み動作及び発光動作は、画素回路１０について説明したデータ書込み動作及
び発光動作と同様である。
【０１０１】
　画素回路３０、３１においても、画素回路１０と同様、駆動トランジスタＴＤの閾値電
圧Ｖｔｈは、発光動作に先行するリセット動作によって、どのフレームにおいてもほぼ同
一の値に設定されるので、閾値電圧の変動の影響が排除され、有機ＥＬ素子ＥＬをデータ
電圧Ｖｄａｔａに対応した正確な輝度で発光させることができる。
【０１０２】
　画素回路３０、３１では、さらに、リセット期間の全体において、参照電圧線Ｖｒｅｆ
から駆動トランジスタＴＤのゲート端子ｇに参照電圧Ｖｒｅｆを印加できる。そのため、
画素回路１０とは異なり、キャパシタＣｓのリークによって参照電圧Ｖｒｅｆが変動する
懸念がなく、より確実なリセット動作が実現できる。
【０１０３】
　なお、制御信号ＲＥＳＥＴに信号線制御信号ＳＣＡＮと同じ信号を用いて、行ごとに順
次、当該行のデータ書込み期間においてのみリセット動作を行ってもよい。その場合、信
号線ＲＥＳＥＴと信号線ＳＣＡＮとを同じ信号線で共通化してもよい。信号線の共通化は
、配線面積を削減するので、画素回路３０、３１の配置密度を向上し、高精細な表示装置
を実現するために役立つ。また走査線駆動回路４の出力本数を削減できるので、回路サイ
ズを縮小することができ、コストの低減が実現できる。
【０１０４】
　また、キャパシタＣｓｕｂは、専用の領域に形成されたキャパシタである必要はなく、
キャパシタＣｓの第２の端子を構成する導電体と電源線ＶＤＤまたは参照電圧線Ｖｒｅｆ
または信号線ＳＣＡＮ、ＥＮＡＢを構成する導電体との間に存在する寄生容量であっても
よい。またはスイッチングトランジスタＴ１、Ｔ２の寄生容量であってもよい。
【０１０５】
　（実施の形態２）
　本発明の実施の形態２について、図面を参照しながら説明する。本実施の形態では、有
機ＥＬ素子の発光を抑止するための回路を画素回路の外部に設けた表示装置の一例が示さ
れる。
【０１０６】
　図１３は、実施の形態２における表示装置１ａの構成の一例を示す機能ブロック図であ
る。
【０１０７】
　表示装置１ａは、実施の形態１の表示装置１と比べて、表示部２ａが変更され、電源電
圧制御回路７が追加される。
【０１０８】
　表示部２ａは、複数の画素回路５０をマトリクス状に配置してなる。当該マトリクスの
各行には走査信号線及び電源線が設けられ、当該マトリクスの各列にはデータ信号線が設
けられる。
【０１０９】
　電源電圧制御回路７は、有機ＥＬ素子の発光に用いられる電源を電源回路６から供給さ
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れ、表示部２ａの各行に設けられた電源線を介して、行ごとに独立して、画素回路５０に
分配する。
【０１１０】
　図１４は、画素回路５０の構成の一例、及び画素回路５０と、走査線駆動回路４、信号
線駆動回路５、及び電源電圧制御回路７との接続の一例を示す回路図である。
【０１１１】
　表示部２ａの各行には、同じ行に配置される複数の画素回路５０に共通に接続される走
査信号線として、信号線ＲＥＳＥＴ、ＭＥＲＧＥ、ＳＣＡＮが設けられている。表示部２
ａの各行には、さらに、同じ行に配置される複数の画素回路５０に共通に接続される電源
線ＶＤＤ（ｋ）が設けられている。
【０１１２】
　信号線ＭＥＲＧＥは、表示部２における信号線ＥＮＡＢと同じものである。電源線ＶＤ
Ｄ（ｋ）は、第１の電源線の一例であり、表示部２における電源線ＶＤＤに対応している
。
【０１１３】
　画素回路５０は、図１０に示す画素回路３０と比べて、スイッチングトランジスタＴ４
が省略される点のみが異なる。
【０１１４】
　表示装置１ａにおいて、有機ＥＬ素子ＥＬの発光を抑止する機能は、電源電圧制御回路
７によって果たされる。電源電圧制御回路７は電源線ＶＤＤ（ｋ）に、例えば、発光期間
において正の電源電圧ＶＤＤを出力し、リセット期間において有機ＥＬ素子ＥＬが発光し
ない程度の低い電圧（例えば、負の電源電圧ＶＳＳ）を出力する。これにより、リセット
期間において、電源線ＶＤＤ（ｋ）に接続されている画素回路５０における有機ＥＬ素子
ＥＬの発光が抑止される。
【０１１５】
　また、参照電圧Ｖｒｅｆには、電源電圧ＶＤＤ（ｋ）のリセット期間における電圧に閾
値電圧Ｖｔｈを加えた電圧よりも高い電圧が用いられる。
【０１１６】
　図１５は、画素回路５０を動作させるための制御信号、電源電圧、及びデータ信号の一
例を、１フレーム期間にわたって示したタイミングチャートである。図１５において、縦
軸は各信号のレベル、横軸は時間の経過を表す。なお、説明の便宜上、電源線ＶＤＤ（ｋ
）で伝達される電圧を、電源電圧ＶＤＤ（ｋ）と表記している。電源電圧ＶＤＤ（ｋ）の
Ｈｉｇｈレベルは正の電源電圧ＶＤＤであり、電源電圧ＶＤＤ（ｋ）のＬｏｗレベルは、
例えば負の電源電圧ＶＳＳである。
【０１１７】
　有機ＥＬ素子ＥＬは、電源電圧ＶＤＤ（ｋ）がＬｏｗレベルの期間に発光が抑止される
から、図１５に示す制御信号及び電源電圧に従って行われる画素回路５０の動作は、図１
２に示す制御信号に従って行われる画素回路３０の動作と同等である。
【０１１８】
　なお、上記で説明した画素回路５０は、次のような変形が可能である。
【０１１９】
　例えば、図１６に示す画素回路６０のように、駆動トランジスタＴＤ、スイッチングト
ランジスタＴ１～Ｔ４を全てｐ型のトランジスタで構成してもよい。画素回路６０は、図
１３に示す画素回路５０に用いられる制御信号およびデータ信号のレベルをそれぞれ単純
に反転した制御信号およびデータ信号が与えられると、画素回路５０と同等の動作を行う
ように構成されている。したがって、画素回路６０によっても画素回路５０と同等の効果
が得られる。
【０１２０】
　また例えば、図１７に示す画素回路５１、及び図１８に示す画素回路６１のように、ス
イッチングトランジスタＴ２を省略してもよい。
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【０１２１】
　なお、各行の画素回路における駆動トランジスタＴＤを、行ごとに異なるタイミングで
リセットしてもよいし、全ての行の画素回路における駆動トランジスタＴＤを、同一の期
間に一括してリセットしてもよい。
【０１２２】
　全ての駆動トランジスタを一括してリセットする制御方法は、行ごとに異なるタイミン
グで電源電圧を制御する必要がないから、表示装置１ａによって実行できることはもちろ
んのこと、実施の形態１で説明した表示装置１のように、電源線ＶＤＤ、ＶＳＳが、全て
の画素回路に共通に接続されている構成の表示装置によっても実行することができる。
【０１２３】
　以上、本発明に係る表示装置及びその制御方法、特には、表示装置に用いられる特徴的
な画素回路とその動作について、いくつかの実施の形態及び変形例を挙げて説明したが、
本発明は、これらの実施の形態や変形例に限定されるものではない。本発明の主旨を逸脱
しない範囲で、当業者が思いつく各種変形を施し、また実施の形態及び変形例における構
成要素及び動作を任意に組み合わせて実現される表示装置およびその制御方法も本発明に
含まれる。
【０１２４】
　本発明に係る表示装置は、図１９に記載されたような薄型フラットＴＶに内蔵されても
よい。本発明に係る表示装置が内蔵されることにより、映像信号で表される画像を高精度
に表示可能な薄型フラットＴＶが実現される。
【産業上の利用可能性】
【０１２５】
　本発明は、有機ＥＬ素子を用いた表示装置に有用であり、特には、アクティブマトリク
ス型の有機ＥＬ表示装置に有用である。
【符号の説明】
【０１２６】
　　１、１ａ　表示装置
　　２、２ａ　表示部
　　３　制御回路
　　４　走査線駆動回路
　　５　信号線駆動回路
　　６　電源回路
　　７　電源電圧制御回路
　　１０、１１、２０、３０、３１、５０、５１、６０、６１、９０　画素回路
　　ＴＤ　駆動トランジスタ
　　Ｔ１～Ｔ４　スイッチングトランジスタ
　　Ｃｓ　キャパシタ
　　ＥＬ　有機ＥＬ素子 
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光素子と前記発光素子に電流を供給する駆動トランジスタとを備えた表示装置の制御
方法であって、
　前記駆動トランジスタのゲート端子に、ゲート端子に接続された参照電圧線を介して予
め定められた参照電圧を印加すると共に、前記駆動トランジスタのソース端子及びドレイ
ン端子のうちの一方に接続された電源線から、前記駆動トランジスタのソース端子及びド
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レイン端子のうちの他方に固定電圧を印加して、前記駆動トランジスタの閾値電圧の変動
を抑制するリセットステップを含み、
　前記リセットステップでは、前記駆動トランジスタのゲート端子－ソース端子間の電圧
及びゲート端子－ドレイン端子間の電圧が、前記駆動トランジスタの閾値電圧よりも大き
な電圧となるよう、前記参照電圧が設定されている、
　表示装置の制御方法。
【請求項２】
　前記電源線とＥＬ共通端子の電源線は、発光期間で設定された電圧と、前記リセットス
テップで設定された電圧とが、互いに等しい、
　請求項１に記載の表示装置の制御方法。
【請求項３】
　さらに、一方の端子が前記駆動トランジスタのゲート端子に接続された容量素子に、発
光輝度に対応したデータ電圧を保持するデータ書込みステップを含み、
　前記リセットステップの少なくとも一部と、前記データ書込みステップの少なくとも一
部とが、同一の期間に並行して行われる、
　請求項１に記載の表示装置の制御方法。
【請求項４】
　複数の画素回路を配置してなる表示部を有する表示装置であって、
　前記画素回路の各々は、
　ソース端子及びドレイン端子の一方が第１の電源電圧を伝達する第１の電源線に接続さ
れた駆動トランジスタと、
　第１の端子が前記駆動トランジスタのゲート端子に接続された第１の容量素子と、
　前記第１の容量素子の第２の端子と、輝度に対応したデータ電圧を伝達するデータ線と
の導通及び非導通を切り換える第１のスイッチング素子と、
　前記第１の容量素子の第２の端子と、前記駆動トランジスタのソース端子との導通及び
非導通を切り換える第２のスイッチング素子と、
　前記第１の容量素子の第１の端子と、固定の参照電圧を伝達する参照電圧線との導通及
び非導通を切り換える第３のスイッチング素子と、
　第１の端子が前記駆動トランジスタのソース端子及びドレイン端子の他方と接続され、
第２の端子が第２の電源電圧を伝達する第２の電源線に接続された発光素子と、
　第１の端子が前記第１の容量素子の第２の端子に接続され、第２の端子が前記第１の電
源線または前記参照電圧線に接続された第２の容量素子と、を備え、
　前記第３のスイッチング素子が導通状態となる際、前記固定の参照電圧は、前記駆動ト
ランジスタのゲート端子－ソース端子間及びゲート端子－ドレイン端子間に、前記駆動ト
ランジスタの閾値電圧よりも大きな順バイアス電圧を与えるように設定されている、
　表示装置。
【請求項５】
　前記画素回路の各々は、さらに、前記駆動トランジスタから前記発光素子に供給される
電流の経路に挿入され、当該電流の経路の導通及び非導通を切り換える第４のスイッチン
グ素子を備える、
　請求項４に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記第１のスイッチング素子を制御する制御線と、前記第３のスイッチング素子を制御
する制御線とは共通化されており、
　前記第２のスイッチング素子を制御する制御線と、前記第４のスイッチング素子を制御
する制御線とは共通化されている、
　請求項５に記載の表示装置。
【請求項７】
　前記表示装置は、さらに、前記第１の電源線によって伝達される電源電圧を画素行ごと
に制御する電源電圧制御回路を備える、
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　請求項４に記載の表示装置。
【請求項８】
　前記リセットステップにおいて、前記駆動トランジスタのドレイン端子の電位とソース
端子の電位とが等しくなる、
　請求項１に記載の表示装置の制御方法。
【請求項９】
　前記駆動トランジスタのゲート端子に、前記固定の参照電圧を印加すると共に、前記第
１の電源線から、前記駆動トランジスタのソース端子及びドレイン端子の他方に固定電圧
を印加して、前記駆動トランジスタの閾値電圧の変動を抑制するリセット動作を行う、
　請求項４に記載の表示装置。
【請求項１０】
　前記リセット動作を行う期間において、前記駆動トランジスタのドレイン端子の電位と
ソース端子の電位とが等しくなる、
　請求項９に記載の表示装置。 
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【図１６】

【手続補正４】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図１７】
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